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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数のデータラインと多数のゲートラインが交差する液晶表示パネルと、
　データ電圧を発生するデータ駆動回路と、
　多数のスイッチ素子を利用して前記データ電圧を前記データ駆動回路から前記データラ
インに供給するデマルチプレクサと、
　前記スイッチ素子が前記データ電圧を前記データラインへ印加するように、前記スイッ
チ素子を連続的に制御する多数の制御信号を発生する制御信号発生部とを具備し、
　前記制御信号の各々は正電圧と負電圧とを有し、前記正電圧と前記負電圧とが連続的に
発生し、さらに、
　前記スイッチ素子の各々が、前記制御信号の各々の前記正電圧でターン－オンされ、そ
して前記制御信号の各々の前記負電圧でターン－オフされることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項２】
　前記負電圧によるネガティブストレス量は前記正電圧によるポジティブストレス量のｋ
倍（ただし、ｋは０＜ｋ≦１０）位に大きいことを特徴とする請求項１記載の液晶表示装
置。
【請求項３】
　前記正電圧の電圧印加時間と電圧レベルの少なくともいずれかが前記負電圧とは異なる
ことを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。　
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【請求項４】
　前記多数のデータラインは第１データライン、第２データライン、及び第３データライ
ンを具備し、前記多数のスイッチ素子は、前記データ駆動回路と前記第１データラインと
の間に接続されて前記正電圧に応答して前記データ駆動回路からの電圧を前記第１データ
ラインに供給する第１スイッチ素子、前記データ駆動回路と前記第２データラインとの間
に接続されて前記正電圧に応答して前記データ駆動回路からの電圧を前記第２データライ
ンに供給する第２スイッチ素子、及び前記データ駆動回路と前記第３データラインとの間
に接続されて前記正電圧に応答して前記データ駆動回路からの電圧を前記第３データライ
ンに供給する第３スイッチ素子を具備することを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置
。　
【請求項５】
　前記制御信号は前記第１スイッチ素子を制御する第１制御信号と、前記第２スイッチ素
子を制御する第２制御信号と、前記第３スイッチ素子を制御する第３制御信号を含み、前
記第１乃至第３制御信号の互いの位相が異なることを特徴とする請求項４記載の液晶表示
装置。　
【請求項６】
　前記第１制御信号の負電圧は前記第２制御信号の正電圧と少なくとも一部が重畳されて
、前記第２制御信号の負電圧は前記第３制御信号の正電圧と少なくとも一部が重畳される
ことを特徴とする請求項５記載の液晶表示装置。　
【請求項７】
　前記正電圧に引き継いで前記負電圧が発生することを特徴とする請求項１記載の液晶表
示装置。　
【請求項８】
　データ電圧を発生するデータ駆動回路と液晶表示パネルの多数のデータラインとの間に
接続されたデマルチプレクサーの多数のスイッチ素子を連続的に制御する制御信号を発生
する段階を含み、前記データ電圧は前記スイッチ素子によって前記データラインへ印加さ
れ、前記制御信号の各々は正電圧と負電圧とを有し、前記正電圧と前記負電圧とが連続的
に発生し、さらに、
　前記正電圧で前記デマルチプレクサー内のスイッチ素子をターン－オンさせる段階と、
　前記負電圧で前記スイッチ素子のストレスを回復させる段階とを含み、
　前記スイッチ素子の各々が、前記制御信号の各々の前記正電圧でターン－オンされ、そ
して前記制御信号の各々の前記負電圧でターン－オフされることを特徴とする液晶表示装
置の駆動方法。　
【請求項９】
　前記正電圧の電圧印加時間と電圧レベル少なくともいずれかが前記負電圧とは異なるこ
とを特徴とする請求項８記載の液晶表示装置の駆動方法。　
【請求項１０】
　前記制御信号を発生する段階は、前記データ駆動回路と第１データラインとの間に接続
された第１スイッチ素子を制御する第１制御信号を発生する段階と、前記データ駆動回路
と第２データラインとの間に接続された第２スイッチ素子を制御する第２制御信号を発生
する段階と、前記データ駆動回路と第３データラインとの間に接続された第３スイッチ素
子を制御する第３制御信号を発生する段階とを含むことを特徴とする請求項８記載の液晶
表示装置の駆動方法。　
【請求項１１】
　前記第１制御信号の負電圧は前記第２制御信号の正電圧と少なくとも一部が重畳され、
前記第２制御信号の負電圧は前記第３制御信号の正電圧と少なくとも一部が重畳されるこ
とを特徴とする請求項１０記載の液晶表示装置の駆動方法。　
【請求項１２】
　前記正電圧に引き継いで前記負電圧が発生することを特徴とする請求項８記載の液晶表
示装置の駆動方法。　
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【請求項１３】
　前記負電圧によるネガティブストレス量は前記正電圧によるポジティブストレス量のｋ
倍（ただし、ｋは０＜ｋ≦１０）位に大きいことを特徴とする請求項１１記載の液晶表示
装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に関することで特に、スイッチ素子の特性変動と劣化を最小化す
るようにした液晶表示装置とその駆動方法に関するものである。 
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、ビデオ信号に沿って液晶の光透過率を調節することによってビデオ信
号に対応する画像を表示する。このような液晶表示装置には、液晶セルがアクティブマト
リックス形態に配列された液晶表示パネルとこの液晶表示パネルを駆動するための駆動回
路が含まれる。アクティブマトリックスタイプの液晶表示パネル上には、多数のデータラ
インと多数のゲートラインが交差し、その交差部に画素駆動用薄膜トランジスタ(Thin Fi
lm Transistor : 以下、”TFT”という)が形成される。液晶表示装置の駆動回路には、デ
ータを液晶表示パネルのデータラインに供給するためのデータ駆動回路と、スキャンパル
スを液晶表示パネルに供給するためのゲート駆動回路が含まれる。また、駆動回路には、
データ駆動回路とデータラインとの間に設置され、データ駆動回路の一出力をいくつかの
データラインに分配するためのデマルチプレクサーが含まれる。このデマルチプレクサー
によりデータ駆動回路の出力数が少なくなることから、データ駆動回路の簡素化が可能で
あり、液晶表示パネルのデータ入力端子数が少なくなる。 
【０００３】
　図１はアクティブマトリックスタイプの液晶表示装置を示す図面である。 
　図１を参照すると、アクティブマトリックスタイプの液晶表示装置はm個のデータライ
ン(DL１乃至DLm)とn個のゲートライン(GL１乃至GLn)が交差してその交差部に画素駆動用T
FT１６が形成された液晶表示パネル１３と、データ駆動回路１１と液晶表示パネル１３の
データライン(DL１乃至DLm)との間に形成されたデマルチプレクサー１４と、液晶表示パ
ネル１３のゲートライン(GL１乃至GLn)にスキャンパルスを順次的に供給するためのゲー
ト駆動回路１２とを具備する。 
【０００４】
　画素駆動用TFTは、ゲートライン(GL１乃至GLn)からのスキャン信号に応答してデータラ
イン(DL１乃至DLm)からのデータを液晶セルの画素電極１５に供給する。このために、画
素駆動用TFTのゲート電極は該当のゲートライン(GL１乃至GLn)に接続され、ソース電極は
該当のデータライン(DL１乃至DLm)に接続される。さらに、画素駆動用TFTのドレイン電極
は液晶セルの画素電極に接続される。 
【０００５】
　データ駆動回路１１は、デジタルビデオデータをアナログガンマ補償電圧に変換して１
ライン分のデータをm/３個のソースライン(SL１乃至SLm/３)に時分割して供給する。 
【０００６】
　デマルチプレクサー１４は、データ駆動回路１１とデータライン(DL１乃至DLm)との間
でm/３個が並んで配置される。このデマルチプレクサー１４のそれぞれは一つのソースラ
インから供給されるデータ電圧を３個のデータラインで分配するための第１乃至第３TFT(
以下、「MUX　TFT」という)(MT１, MT２, MT３)を含む。第１乃至第３MUX TFT(MT１, MT
２, MT３)は互いに異なる制御信号(φ１, φ２, φ３)に応答して一つのソースラインを
通じて入力されるデータを時分割して３個のデータラインに供給する。 
【０００７】
　ゲート駆動回路１２は、シフトレジスターとレベルスィプトを利用してスキャンパルス
を順次的にゲートライン(GL１乃至GLn)に供給する。 
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【０００８】
　図２は、デマルチプレクサーの制御信号(φ１, φ２, φ３)とスキャンパルス(SP)を示
す。 
　図２を参照すると、スキャンパルス(SP)は、おおよそ１水平期間(１H)の間にゲートハ
イ電圧(Vgh)で発生し、それ以外の期間の間にゲートロー電圧(Vgl)を維持する。このスキ
ャンパルス(SP)のデューティー比は、１フレーム期間が数百個の水平期間(H)を含んだ時
間であるから、おおよそ数百分の１程度である。 
【０００９】
　デマルチプレクサー１４の制御信号(φ１, φ２, φ３)のそれぞれは、毎水平期間ごと
におおよそ１/３水平期間の間にゲートハイ電圧(Vgh)で発生する。このデマルチプレクサ
ー１４の制御信号(φ１, φ２, φ３)のそれぞれのデューティー比は、毎水平期間ごとに
発生するからおおよそ１/２程度である。ここで、デマルチプレクサー１４の制御信号デ
ューティー比が１/２の場合には、一つのデマルチプレクサーに二つのMUX TFTだけが含ま
れる。 
【００１０】
　このようなデマルチプレクサー１４のMUX TFT(MT１, MT２, MT３)と画素駆動用TFTとは
、同時に液晶表示パネル１３の硝子基板上に直接形成され、スイング幅がゲートハイ電圧
(Vgh)とゲートロー電圧(Vgl)の間で同一である。 
【００１１】
　ところで、デマルチプレクサー１４のMUX TFT(MT１, MT２, MT３)は同一の極性のゲー
ト電圧が長期間印加される、すなわち、ポジティブゲート-バイアスストレス(Positive g
ate-bias stress)やネガティブゲート-バイアスストレス(Negative gate-bias stress)を
受けると、画素駆動用TFT１６に比べて動作特性の変動や劣化がより生じやすいという問
題点がある。これは、図２のように画素駆動用 TFT１６に比べてMUX TFT(MT１, MT２, MT
３)はゲート電圧印加時間がもっと長いからである。特に、デマルチプレクサー１４の MU
X TFT(MT１, MT２, MT３)が非晶質シリコン TFTに製造されると非晶質シリコンTFT(amorp
hous Silicon TFT)の半導体層構造が多結晶シリコンTFT(Polysilicon TFT)の半導体層構
造に比べて欠陷が多いから、ゲート-バイアスストレスやネガティブゲート-バイアススト
レスに対して動作特性が変化しやすく、劣化がより生じやすくなる。このようなMUX TFT(
MT１, MT２, MT３)の動作特性変化は図３及び図４の実験結果でも分かる。 
【００１２】
　図３及び図４は、チャンネル幅/チャンネル長さ(W/L)が１２０μm/６μmである試料用
水素化された非晶質シリコンTFT(a-Si:H TFT)にポジチブゲート-バイアスストレス(Posit
ive gate-bias stress)とネガティブゲート-バイアスストレス(Negative gate-bias stre
ss)を印加したときに、その試料用a-Si:H TFTの特性変化をもたらすということを示す実
験結果である。 
【００１３】
　図３及び図４において、横軸は試料用a-Si:H TFTのゲート電圧[V]であり、縦軸は試料
用a-Si:H TFTのソース端子とドレイン端子の間の電流[A]を示す。ボックス内のインデッ
クスはグラフ色別にゲート電圧印加時間[sec]を示す。 
　図３は、試料用a-Si:H TFTのゲート端子に+３０Vの電圧を印加したときに、電圧印加時
間に係るTFTのしきい電圧と伝達特性曲線の移動を示している。図３で理解できるように
、 a-Si:H TFTのゲート端子に正極性の高い電圧を印加する時間が長くなるほど、TFTの伝
達特性曲線が右側に移動（３１）し、その a-Si:H TFTのしきい電圧が上昇する。 
【００１４】
　図４は、試料用 a-Si:H TFTのゲート端子に-３０Vの電圧を印加する時、電圧印加時間
に係るTFTのしきい電圧と伝達特性曲線の移動を示している。図４で理解できるように、 
a-Si:H TFTのゲート端子に負極性の高い電圧が印加される時間が長くなるほどTFTの伝達
特性曲線が左側に移動４１してその a-Si:H TFTのしきい電圧が低くなる。 
【００１５】
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　図５は、MUX TFT(MT１, MT２, MT３)のそれぞれで受けるゲート電圧ストレスの累積を
示している。図５のように、MUX TFT(MT１, MT２, MT３)は制御信号(φ１, φ２, φ３)
が同一の極性に印加される度にゲート電圧ストレスが累積することから、しきい電圧が徐
々に上昇または下降する。このようにMUX TFTのしきい電圧が上昇し下降するようになる
と、デマルチプレクサーの動作が不安定になるから、液晶表示装置が正常的に駆動しにく
くなる。 
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　したがって、本発明の目的はスイッチ素子の特性変動と劣化を最小化するようにした液
晶表示装置のデマルチプレクサーとその駆動方法を提供することにある。 
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　前記目的を達成するために、本発明に係る液晶表示装置は多数のデータラインと多数の
ゲートラインが交差する液晶表示パネルと、データ電圧を発生するデータ駆動回路と、多
数のスイッチ素子を利用して前記データ電圧を前記データラインに供給するデマルチプレ
クサーと、前記スイッチ素子をターン-オンさせるための第１極性電圧を有する制御信号
を発生して前記制御信号に第２極性電圧を付加する制御信号発生部とを具備する。 
【００１８】
　前記多数のスイッチ素子は非晶質シリコントランジスタを具備する。 
　前記多数のスイッチ素子はn-タイプトランジスタを具備する。 
　前記第１極性電圧は正極性電圧である一方、、前記第２極性電圧は負極性電圧である。
　前記第２極性電圧によるネガティブストレス量は前記第１極性電圧によるポジティブス
トレス量のk倍(ただ、kは０<k≦１０)位に大きい。 
　前記多数のスイッチ素子はp-タイプトランジスタを具備する。 
　前記第１極性電圧は負極性電圧である反面、前記第２極性電圧は正極性電圧である。 
　前記第１極性電圧は電圧印加時間と電圧レベルの中から少なくともいずれか一つが前記
第２極性電圧と異なる。 
【００１９】
　前記多数のデータラインは第１データライン、第２データライン、及び第３データライ
ンを具備し、前記多数のスイッチ素子は、前記データ駆動回路と前記第１データラインの
間に接続されて前記第１極性電圧に応答して前記データ駆動回路からの電圧を前記第１デ
ータラインに供給する第１スイッチ素子、前記データ駆動回路と前記第２データラインの
間に接続されて前記第１極性電圧に応答して前記データ駆動回路からの電圧を前記第２デ
ータラインに供給する第２スイッチ素子、及び前記データ駆動回路と前記第３データライ
ンの間に接続されて前記第１極性電圧に応答して前記データ駆動回路からの電圧を前記第
３データラインに供給する第３スイッチ素子を具備する。 
【００２０】
　前記制御信号は、前記第１スイッチ素子を制御する第１制御信号と、前記第２スイッチ
素子を制御する第２制御信号と、前記第３スイッチ素子を制御する第３制御信号を含み、
前記第１乃至第３制御信号の互いの位相が異なる。 
【００２１】
　前記第１制御信号の第２極性電圧は前記第２制御信号の第１極性電圧と少なくとも一部
が重畳されて、前記第２制御信号の第２極性電圧は前記第３制御信号の第１極性電圧と少
なくとも一部が重畳される。 
　前記第１極性電圧に引き継いで前記第２極性電圧が発生する。 
【００２２】
　本発明に係る液晶表示装置の駆動方法は、データ電圧を発生するデータ駆動回路と液晶
表示パネルのデータラインとの間に接続されたデマルチプレクサーを制御する制御信号を
発生する段階と、前記制御信号の第１極性電圧で前記デマルチプレクサー内のスイッチ素
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子をターン-オンさせる段階と、前記制御信号の第２極性電圧で前記スイッチ素子のスト
レスを回復させる段階とを含む。 
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に係る液晶表示装置とその駆動方法はMUX TFTを制御するための制御信号に逆極
性のパルスを付加することによって同一な極性のゲート電圧が長時間または反復的にMUX 
TFTのゲート端子に印加されるゲート-バイアスストレスに起因して発生するMUX TFTの特
性変動と劣化を最小化することができる。 
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　上記目的外に本発明の他の目的及び特徴は添付図面を参照した実施例に対する説明を通
じて明白に現われる。 
【実施例】
【００２５】
　以下、本発明の望ましい実施例を添付した図６乃至図１３を参照して詳しく説明する事
にする。 
【００２６】
　図６は、本発明の第１実施例に係る液晶表示装置を示す図面である。 
　図６を参照すると、本発明の第１実施例に係る液晶表示装置はm個のデータライン(DL１
乃至DLm)とn個のゲートライン(GL１乃至GLn)が交差してその交差部に画素駆動用 TFT６６
が形成された液晶表示パネル６３と、データ駆動回路６１と液晶表示パネル６３のデータ
ライン(DL１乃至DLm)のと間に形成されn-タイプ非晶質シリコンTFTにそれぞれ具現される
MUX TFT(MT１, MT２, MT３)を含むデマルチプレクサー６４と、ストレス補償制御信号(C
φ１, Cφ２, Cφ３)を発生する制御信号発生部６７と、液晶表示パネル６３のゲートラ
イン(GL１乃至GLn)にスキャンパルスを順次的に供給するためのゲート駆動回路６２とを
具備する。 
【００２７】
　データ駆動回路６１は、デジタルビデオデータをアナログガンマ補償電圧に変換して１
ライン分のデータをm/３個のソースライン(SL１乃至SLm/３)に時分割して供給する。 
【００２８】
　デマルチプレクサー６４は、データ駆動回路６１とデータライン(DL１乃至DLm)との間
で m/３個が並んで配置される。このデマルチプレクサー６４のそれぞれは一つのソース
ラインから供給されるデータ電圧を３個のデータラインで分配するための第１乃至第３MU
X TFT(MT１, MT２, MT３)を含む。第１乃至第３MUX TFT(MT１, MT２, MT３)は互いに異な
るストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ３)の正極性電圧に応答して一つのソースラ
インを通じて入力されるデータを時分割して３個のデータラインに供給する。そして、第
１乃至第３MUX TFT(MT１, MT２, MT３)はストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ３)の
負極性電圧で正極性のゲート電圧累積によるストレスを相殺してしきい電圧と動作特性を
一定に維持する。 
【００２９】
　デマルチプレクサー６４内のMUX TFTとデマルチプレクサー６４の出力チャンネル数は
３に例示したが、これに限定されるのではなく、MUX TFTと出力チャンネル数を選択的に
調整することができる。デマルチプレクサー６４内のMUX TFTとデマルチプレクサー６４
の出力チャンネル数が「i」 個(ただし、iは自然数)であればソースラインは m/i 個に減
る。 
【００３０】
　制御信号発生部６７は、デマルチプレクサー６４内のMUX TFTを制御するためのストレ
ス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ３)を発生する。ストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２
, Cφ３)は、図７のようにMUX TFT(MT１, MT２, MT３)をターン-オンさせるための正極性
のゲートハイ電圧(Vgh)で発生した後、正極性ストレスを償うための負極性電圧(Vneg)で
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発生する。負極性電圧(Vneg)はゲートロー電圧(Vgl) より低い電圧である。 
【００３１】
　ゲート駆動回路６２はシフトレジスターとレベルスィプトを利用して図７のようにゲー
トハイ電圧(Vgh)とゲートロー電圧(Vgl)の間でスイングされるスキャンパルス(SP)を順次
的にゲートライン(GL１乃至GLn)に供給する。 
【００３２】
　図７は、一番目ゲートライン(GL１)に供給されるスキャンパルス(SP１)と第１乃至第３
MUX TFT(MT１, MT２, MT３)のゲート端子に供給されるストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ
２, Cφ３)を示す。 
【００３３】
　図７を参照すると、スキャンパルス(SP)はおおよそ１水平期間(１H)の間にゲートハイ
電圧(Vgh)で発生して、それ以外の期間の間はゲートロー電圧(Vgl)を維持する。 
【００３４】
　ストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ３)のそれぞれは正極性のゲートハイ電圧(Vg
h)に発生される正極性パルス(PP)と、それに引き継いで負極性電圧(Vneg)に発生される負
極性パルス(NP)を含む。 
【００３５】
　ストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ３)の正極性パルス(PP)は第１乃至第３MUX T
FT(MT１, MT２, MT３)をターン-オンさせて、ストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ
３)の負極性パルス(NP)は第１乃至第３MUX TFT(MT１, MT２, MT３)のポジティブゲート-
バイアスストレスを償う。 
【００３６】
　このようなデマルチプレクサー６４の動作を図７を結付して説明する事にする。 
　第１ストレス補償制御信号(Cφ１)の正極性パルス(PP)はスキャンパルス(SP)のおおよ
そ１/３幅で、そのスキャンパルス(SP)と同時に発生して第１MUX TFT(MT1)をターン-オン
させる。それでは第１ソースライン(SL１)のデータ電圧は第１データライン(DL１)に供給
される。 
【００３７】
　第１ストレス補償制御信号(Cφ１)の負極性パルス(NP)は第１MUX TFT(MT１)が正極性の
ゲートハイ電圧(Vgh)に応答してターン-オンされた後、その第１MUX TFT(MT１)のゲート
端子に負極性電圧(Vneg)を供給する。 
【００３８】
　第２ストレス補償制御信号(Cφ２)の正極性パルス(PP)は、スキャンパルス(SP)のおお
よそ１/３幅で第１ストレス補償制御信号(Cφ１)の正極性パルス(PP)の直後に発生して第
２MUX TFT(MT２)をターン-オンさせる。その後、第１ソースライン(SL１)のデータ電圧は
第２データライン(DL２)に供給される。 
【００３９】
　第２ストレス補償制御信号(Cφ２)の負極性パルス(NP)は、第２MUX TFT(MT２)が正極性
のゲートハイ電圧(Vgh)に応答してターン-オンした後、その第２MUX TFT(MT２)のゲート
端子に負極性電圧(Vneg)を供給する。 
【００４０】
　第３ストレス補償制御信号(Cφ３)の正極性パルス(PP)は、スキャンパルス(SP)のおお
よそ１/３幅で第２ストレス補償制御信号(Cφ２)の正極性パルス(PP)の直後に発生して第
３MUX TFT(MT３)をターン-オンさせる。その後、第１ソースライン(SL１)のデータ電圧は
第３データライン(DL３)に供給される。 
【００４１】
　第３ストレス補償制御信号(Cφ３)の負極性パルス(NP)は、第３MUX TFT(MT３)が正極性
のゲートハイ電圧(Vgh)に応答してターン-オンした後、その第３MUX TFT(MT３)のゲート
端子に負極性電圧(Vneg)を供給する。 
【００４２】
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　第１ストレス補償制御信号(Cφ１)の負極性パルス(NP)と第２ストレス補償制御信号(C
φ２)の正極性パルス(PP)は一部期間が重畳されて、第２ストレス補償制御信号(Cφ２)の
負極性パルス(NP)と第３ストレス補償制御信号(Cφ３)の正極性パルス(PP)は一部期間が
重畳される。 
【００４３】
　図８はストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ３)によりデマルチプレクサー６４のM
UX TFT(MT１, MT２, MT３)に加えられるポジティブストレス量とネガティブストレス量を
面積で示したものである。 
　図８を参照すると、ストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ３)の正極性パルス(PP)
はデマルチプレクサー６４のMUX TFT(MT１, MT２, MT３)にポジチブゲート-バイアススト
レスを加え、ストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ３)の負極性パルス(NP)はデマル
チプレクサー６４のMUX TFT(MT１, MT２, MT３)にネガティブゲート-バイアスストレスを
加える。 
【００４４】
　本発明に係る液晶表示装置のデマルチプレクサーとその駆動方法によると、ストレス補
償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ３)の負極性パルス(PP)によるネガティブストレス量(S(ne
gative))は「k×ストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ３)の正極性パルス(PP)による
ポジティブストレス量(S(positive))」のようである。ネガティブストレス量(S(negative
))とポジティブストレス量(S(positive))のそれぞれは電圧×時間の面積のようである。k
は陽の値を持つ比例係数である。 
【００４５】
　一方、ストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ３)の負極性パルス(PP)は球形波パル
スだけではなくランプ波やそれと異なるいずれかの形態で発生させることができる。 
【００４６】
　デマルチプレクサー６４のMUX TFT(MT１, MT２, MT３)のソース電圧に対応するデータ
電圧がゲートロー電圧(Vgl)と近接すると、比例係数kは１より大きくなければならない。
ところで一般的に大部分のデータ電圧はゲートロー電圧(Vgl)より高いから比例係数kは０
＜k≦１０の条件を満足する値を有する。 
【００４７】
　これに比べて、図２のような従来の制御信号(φ１, φ２, φ３)はMUX TFT(MT１, MT２
, MT３)にポジティブゲート-バイアスストレスのみを加えるだけであり、これを相殺する
ことができるネガティブゲート-バイアスストレスを加えることができない。すなわち、
従来の制御信号(φ１, φ２, φ３)にMUX TFT(MT１, MT２, MT３)のネガティブストレス
量(S(negative))は「０」である。 
【００４８】
　ストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, Cφ３)の負極性パルス(PP)はネガティブストレ
ス量(S(negative))が「０＜k≦１０におけるk×ストレス補償制御信号(Cφ１, Cφ２, C
φ３)の正極性パルス(PP)によるポジティブストレス量(S(positive))」という条件で電圧
(ΔＶ)や時間(Δt)を変更することができる。例えば、図９aのように負極性電圧(Vneg)が
もっと低い電圧(Vneg1)に変更する一方で負極性電圧(Vneg)の印加時間(Δt)をもっと短い
時間(Δt１)とすることができる。また、図９bのように負極性電圧(Vneg)がもっと高い電
圧(Vneg2)に変更する一方で負極性電圧(Vneg)の印加時間(Δt)をもっと長い時間(Δt２)
とすることができる。 
【００４９】
　図１０はMUX TFT(MT１, MT２, MT３)のそれぞれで受けるゲート電圧ストレスの累積示
している。図１０のようにMUX TFT(MT１, MT２, MT３)はストレス補償制御信号(Cφ１, C
φ２, Cφ３)の極性が周期的に反転するので、ゲート電圧ストレスが累積しない。したが
って、MUX TFT(MT１, MT２, MT３)のしきい電圧と動的特性がほとんど変化しない。
【００５０】
　図１１乃至図１３は本発明の第２実施例に係る液晶表示装置を示す図面である。 
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　図１１を参照すると、本発明の第２実施例に係る液晶表示装置はm個のデータライン(DL
１乃至DLm)とn個のゲートライン(GL１乃至GLn)が交差してその交差部に画素駆動用TFT１
１６が形成された液晶表示パネル１１３と、データ駆動回路１１１と液晶表示パネル１１
３のデータライン(DL１乃至DLm) との間に形成されたp-タイプ多結晶シリコンTFTにそれ
ぞれ具現されるMUX TFT(PT１, PT２, PT３)を含むデマルチプレクサー１１４と、ストレ
ス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)を発生する制御信号発生部１１７と、液晶表示パ
ネル１１３のゲートライン(GL１乃至GLn)にスキャンパルスを順次的に供給するためのゲ
ート駆動回路１１２とを具備する。 
【００５１】
　データ駆動回路１１１は、デジタルビデオデータをアナログガンマ補償電圧に変換して
１ライン分のデータをm/３個のソースライン(SL１乃至SLm/３)に時分割して供給する。 
【００５２】
　デマルチプレクサー１１４は、データ駆動回路１１１とデータライン(DL１乃至DLm)の
間でm/３個が並んで配置される。このデマルチプレクサー１１４のそれぞれは、一つのソ
ースラインから供給されるデータ電圧を３個のデータラインで分配するための第１乃至第
３MUX TFT(PT１, PT２, PT３)を含む。第１乃至第３MUX TFT(PT１, PT２, PT３)は、互い
に異なるストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)の負極性電圧に応答して一つのソ
ースラインを通じて入力されるデータを時分割して３個のデータラインに供給する。そし
て第１乃至第３MUX TFT(PT１, PT２, PT３)は、ストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, D
φ３)の正極性電圧で負極性のゲート電圧累積によるストレスを相殺し、しきい電圧と動
作特性を一定に維持する。 
【００５３】
　制御信号発生部１１７は、デマルチプレクサー１１４内のMUX TFT(PT１, PT２, PT３)
を制御するためのストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)を発生する。ストレス補
償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)は図１２のように MUX TFT(PT１, PT２, PT３)をター
ン-オンさせるための負極性の電圧(-V)で発生した後、負極性ストレスを償うために正極
性電圧(+V)で発生する。 
【００５４】
　ゲート駆動回路１１２は、シフトレジスターとレベルスィプト(level-swept)を利用し
て図１２のようにゲートハイ電圧(Vgh)とゲートロー電圧(Vgl)との間でスイングされるス
キャンパルス(SP)を順次的にゲートライン(GL１乃至GLn)に供給する。 
【００５５】
　図１２は、一番目のゲートライン(GL１)に供給されるスキャンパルス(SP１)と第１乃至
第３MUX TFT(PT１乃至PT３)のゲート端子に供給されるストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ
２, Dφ３)を示す。 
【００５６】
　図１２を参照すると、MUX TFT(PT１, PT２, PT３)と同じく画素駆動用TFTがp-タイプト
ランジスタに具現されるとスキャンパルス(SP)はおおよそ１水平期間(H)の間に負極性の
ゲートハイ電圧で発生して、それ以外の期間の間はゲートロー電圧を維持する。 
【００５７】
　ストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)のそれぞれは、負極性電圧(-V)で発生す
る負極性パルスと、それに引き継いで正極性電圧(+V)で発生する正極性パルスとを含む。
【００５８】
　ストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)の負極性パルスは第１乃至第３MUX TFT(P
T１乃至PT３)をターン-オンさせ、ストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)の正極性
パルスは第１乃至第３MUX TFT(PT１, PT２, PT３)のポジティブゲート-バイアスストレス
を償う。 
【００５９】
　図１３はストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)によりデマルチプレクサー１１
４のMUX TFT(PT１, PT２, PT３)に加えられるポジティブストレス量とネガティブストレ
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ス量を面積で示したものである。 
　図１３を参照すると、ストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)の負極性パルスは
デマルチプレクサー１１４のMUX TFT(PT１, PT２, PT３)にネガティブゲート-バイアスス
トレスを加えてストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)の正極性パルスはデマルチ
プレクサー１１４のMUX TFT(PT１, PT２, PT３)にポジティブゲート-バイアスストレスを
加える。 
【００６０】
　このようなストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)の正極性パルスによるポジテ
ィブストレス量(S(positive))は「k×負極性パルスによるネガティブストレス量(S(negat
ive))」と同じである。kは量の値を持つ比例係数として ０＜k≦１０の条件を満足する値
を持つ。また、この条件内でストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)の正極性パル
スは電圧(ΔV)や時間(Δt)が変わることができる。 
【００６１】
　ストレス補償制御信号(Dφ１, Dφ２, Dφ３)の正極性パルスは球形波だけではなくラ
ンプ波やそれと異なるいずれかの形態の信号に発生されることができる。 
【００６２】
　一方、本発明に係るデマルチフレクサー(６４, １１４)のスイッチ素子、すなわちMUX 
TFT(MT１, MT２, MT３, PT１, PT２, PT３)は非晶質シリコントランジスタに具現される
こともできるし、結晶質シリコンでも具現されることもできる。 
【００６３】
　上述したところのように、本発明に係る液晶表示装置とその駆動方法は、データ駆動回
路とデータラインとの間にデマルチプレクサーを設置して信号配線数と回路構成を簡素化
することができることは勿論で、MUX TFTを制御するための制御信号に逆極性のパルスを
付加することによって、同一な極性のゲート電圧が長時間または反復的にMUX TFTのゲー
ト端子に印加されるゲート-バイアスストレスに起因して発生するMUX TFTの特性変動と劣
化を最小化することができる。 
【００６４】
　以上説明した内容を通じて当業者であれば本発明の技術思想を逸脱しない範囲で多様な
変更及び修正ができる。したがって、本発明の技術的範囲は明細書の詳細な説明に記載し
た内容に限定されるのではなく特許請求の範囲により決められなければならない。 
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】従来の液晶表示装置を概略的に図示する図面。
【図２】図１に図示されたデマルチプレクサーに供給される信号の波形図。
【図３】試料用a-Si:H薄膜トランジスタのゲート端子に正極性電圧を印加する時、電圧印
加時間に係る薄膜トランジスタのしきい電圧と伝達特性曲線の移動を示す図面。
【図４】試料用a-Si:H薄膜トランジスタのゲート端子に負極性電圧を印加する時、電圧印
加時間に係る薄膜トランジスタのしきい電圧と伝達特性曲線の移動を示す図面。
【図５】同一なゲート電圧が反復的に印加される時、デマルチプレクサー内のトランジス
タに加えられる累積ストレス量を示すグラフ。
【図６】本発明の第１実施例に係る液晶表示装置を示す図面。
【図７】図６に図示されたデマルチプレクサーの制御信号とスキャンパルスを示す波形図
。
【図８】図７に図示された制御信号の正極性電圧によるポジチブストレス量とその制御信
号の負極性電圧によるネガティブストレス量を面積で示した図面。
【図９ａ】図７に図示された制御信号で負極性電圧が印加される時間や電圧レベルが変わ
る他の実施例の制御信号を示す波形図。
【図９ｂ】図７に図示された制御信号で負極性電圧が印加される時間や電圧レベルが変わ
る他の実施例の制御信号を示す波形図。
【図１０】図７乃至図９bの制御信号の負極性電圧によりデマルチフレクサーのトランジ
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スタにストレスが持続的に累積しないことを示すグラフ。
【図１１】本発明の第２実施例に係る液晶表示装置を示す図面。
【図１２】図１１に図示されたデマルチプレクサーの制御信号とスキャンパルスを示す波
形図。
【図１３】図１２に図示された制御信号の負極性電圧によるネガティブストレス量とその
制御信号の正極性電圧によるポジチブストレス量を面積で示した図面。
【符号の説明】
【００６６】
１１、６１、１１１　データ駆動回路
１２、６２、１１２　ゲート駆動回路 
１３、６３、１１３　液晶表示パネル
１４、６４、１１４　デマルチプレクサー 
１５、６５、１１５　液晶セルの画素電極
６７、１１７　制御信号発生部 
１６、６６、１１６　画素駆動用薄膜トランジスタ 
MT１、MT２、MT３　デマルチプレクサーの n-タイプトランジスタ 
PT１、PT２、PT３　デマルチプレクサーの p-タイプトランジスタ 
φ１、φ２、φ３　デマルチプレクサーの制御信号 
Cφ１、Cφ２、Cφ３、Dφ１、Dφ２、Dφ３　デマルチプレクサーのストレス補償制御信
号 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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